Transistor bipolar de union (BJT)

1. Indicar en que zona trabaja el transistor de la figura 1.
Q Datos p=100, I0=20 nA., Vge,act=0.7 V., Vgg,sat=0.8 V., Vg 5a=0.2 V.

2. El circuito de la figura 2 tiene como datos caracteristicos B=100, Vge,q+=0.7 V.,
Vcesat=0.2 V. Se mide la intensidad de base y se obtiene 0.01 mA. ¢Cudnto vale Rg ?.
¢Cudnto debe valer R¢ para que el circuito esté en zona activa ?. Encontrar valores de
Rc ¥ Ve para que el transistor esté en la zona de saturacién. Encontrar estos mismos
valores suponiendo que B=50.

3. Calcular la tension en el punto A de la figura 3: a) Si Vgg = 15 V. b) Si Vg = O.
Establecer la relacion entre Rp y R¢ para que el transistor esté saturado
a Datos [3=50, vBE:ac‘r:O-7 V., vBE,saT:O-S V., vCE,sa'l':O-Z V.

4. Dado el transistor de la figura 4, razonar la zona en la que trabaja. Si se producen
variaciones en el valor de B. Indicar cual seria el valor mdximo de B que mantendria el
transistor en la zona activa. Establecer el valor minimo de Rb (con Rc = 2 KQ) y el
madximo de Rc (con Rb = 200 KQ) para que el transistor trabaje en activa. Realizar el
estudio para f =100y B = 50

0O Datos: Vagectsat=0.6 V., Vg sar=0.2 V

5. Para el circuito de la figura 5 calcular los valores de Iy, I¢y Vce, indicando la zona de
trabajo del transistor en los siguientes casos:
-1 cerrado y los demds abiertos
-1y 2 cerrados y 3 abierto
-1y 3 cerrado y 2 abierto
0O Datos: =100, Vgg,ac+=0.6 V., Vig,5at=0.6 V., Vg s01=0.2 V.

6. Calcular el punto de trabajo del transistor de la figura 6, siendo: V¢c = 12 V, Io = 10
nA., VBB =2 V. RB =68 KQ, Rc =3 KQ, B = 100, VBE,aCf: 0.6 V.

Considerando posibles variaciones en los dispositivos en los drdenes indicados, calcula el

valor de Rg para que en el peor caso I¢ no supere los 2 mA.

Veg =2 V. £10%, Vec= 12 V. £ 10%, Rc = 3 KQ + 10%, 100 < B < 200.

7. Un método rdpido para calcular de forma aproximada el punto de operacién de un
transistor en su zona activa es suponer que B — «, o lo que es lo mismo I¢ = Ig. Utilizar
este método para calcular el punto de operacién del circuito de la figura 7.

O Dato: Vepot=0.7 V.

Nota - Este método de andlisis de conoce como andlisis de beta infinito. ¥ es aplicable
siempre y cuando un transistor tenga una > 50.

8. Utilizar el andlisis de beta infinita para calcular las tensiones de los nudos en el
siguiente circuito, suponiendo todos los transistores con idénticas caracteristicas.
Q Dato: vBE,acT:O-7 V., vEB,acT:O-7 V.
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